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はじめに 

大規模集積回路の高速大容量通信を低消費

電力で実現するため、Si 基板上への InP 系光デ

バイスの集積が盛んに研究されている。これに

対し、我々は、薄膜の InP と Si 基板を親水性

直接貼付法によって貼り合わせ、この InP/Si 基

板上に InP 系結晶を成長させることで光デバ

イスの集積および作製を行う手法を提案して

きた[1]。 

本研究では、ガスアウトチャネルを有する親

水性直接貼付 InP/Si 基板においてボイド密度

のチャネル寸法依存性について検討を行った。

さらに、最適化したチャネル寸法を持つ基板上

に SCH-5QW のレーザ構造を成長し、その発振

特性を評価した結果、従来の InP/Si 基板と比較

して優れた特性を示したことを報告する[2]。 

 

実験方法 

Fig.1 に示すように、SiO2 薄膜およびレジス

トを用いて Si 基板をエッチングし、ガスアウ

トチャネルを作製した。本研究では、ガスアウ

トチャネルの寸法が直接貼付に与える影響を

詳細に評価するため、チャネルの間隔、幅、深

さについて測定を行った。具体的には、Si 基板

に間隔 50μm、100μm、200μm、300μm、幅 5μm、

10μm、15μm、20μm、深さ 100nm から 500nm

の範囲で異なるガスアウトチャネルを形成し

た。その後、これらの基板に対して、膜厚 1.5μm

の InP 薄膜を親水性直接貼付法によって 400℃、

1 時間の条件で貼り付けを行い、各寸法条件下

での基板特性を比較検討した。 

さらに、Fig.2 に示すようにガスアウトチャ

ネルの排気能力を評価するため、ボイドとチャ

ネルとの距離およびボイド個数の関係につい

ても測定を行った。この分析により、チャネル

寸法がボイド発生に与える影響を詳細に検討

し、より効果的なチャネル設計の指針を得るこ

とを目指した。 

実験結果 

Fig.2 は、チャネルからの距離に対するボイ

ドの平均個数の測定結果であり、距離が小さく

なるにつれてボイド個数が減少することが確

認された。また、チャネル幅が広がるほどボイ

ドの平均個数は低下する傾向が見られた。一方

で、ボイドの占有密度はチャネルの深さには影

響されないことが示された。 
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Fig.1 Gas Out Channal InP/Si Fabrication Flowchart 

 

Fig.2 Exhaust Experiment of Gas-Out-Channel InP/Si 

Substrate 
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